
SC 103° 

Standard: TGL 200-8290 

Abmessungen: Bouform B 3/25a, TGL._11 811 
Masse ®& 1g 

Zulässige Höchstwerte für 0a = 45°C 

»Uceo = 10 V %2 300 mA 

-UBEO = 10V p n 250 mW 
;Lc = 50 mA 0i = 150°C 

=-Ic - 200 mÄ 0a = 125°C 
IE = 80 mA 

; d Konnwerte für 0a = 25°C —5 grd Wörmewiderstand Rın < 0,42 27 

Min. ' Typ Max. Meßbedingungen 

Restströme 

»ICEO 101 uA -Uce 6 V 
-Iceo |0,5 uA «Uce 10 V 

Gleichstromverstärkung 

B | 45 23 +UCE = 6 V, ‚IC = 1 mA 
B | 6 10 -UCeg = 1 V, IC = 50 mA 

Basis-Emitter-Spannung 

„UBe 520 mV | 550 mV |0,6V | -UcE = 6 V, -Ic = 1 mA 
-UBE -800 mV | 872 mV |10V | -Uce = 1 V, -Ic = 50 mA 

Restspannung 

=UCErest \ |10V | IE = 50 mA 

Sättigungsspannung 

-UCEsat 04 V * -IcC = S0 mA, -I8 = 23 mA 

Grenzirequenz 

Thz1b 1,5 MHz| 4,2 MHz -Uca = 6 V,'-Ic = 1 mA 

Vierpolparameter 

hıte ‘o.;m‚o‚am.t‚zm:.u::-sv_..;..u«m_f.-1m; 
hize |2:104 |3:104 | 67104 | 
hat, i1a. » 
haze | 20uS | 72uS | 150 4S | 



| Min. Typ Max. Meßbedingungen 

Basisbahnwiderstand 

60 | 1000 | -Uce = 6V, -Ic = 1 mA, f =5 MHz 

Transistor SC 103 - TGL 200-8290 
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